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Актуальність теми. Вивчення особливостей оптичних власти 

востой сильно анізотропних кристалів, зумовлених фа мовиш 

структурними переходами, е однією а актуальних задач фізики 

твердого тіла. -

Як модельні об’єкти для розв’язання цієї задачі можуть 

бути використані монокристали структурного типу пруститу і ша­

руваті Кристали типу Tt6aS«a. Дослідження них сполук представ­
ляв Інтерес як в науковому, так 1 в практичному аспектах. Бони 
характеризуються поєднанням різних фізичних властивостей:одно 

часио в напівпровідниками 1 сегнетоелектриками, володіють 

значною фотопровідністю 1 фото-е.р.с. Завдяки наявності груп 

атомів вбо шарів, внутрішні зв’язки яких сильніші, ніж 

зовнішні, кристалічна гратка цих кристалів при певних умова* 

стає нестійкою, що веде до виндашепня структурних фазових пе­

реходів ( ФП ), а, як наслідок, 1 аномалій оптичних та Інших 

властивостей.

Крім чисто наукового інтересу, дослідження буж стимульо­

вані використанням цих кристалів в акустооптиці 1 онтоелект 
роніці як модуляторів 1 дефлекторів лазерного випромінювання, 

середовищ для оптичного запису Інформації.

Незважаючи на досить значні відмінності в кристалічній 

структурі кристалів типу пруститу 1 типу ТI GoSe-j , В НИ> рСіП 

лізуетьс . досить подібна послідовність низькотемпературних Фіі': 

фазовому переходу в низькосиметричну фазу ( як правило І роду) 

передуе ФП другоі'о роду ( інколи декілька таких переходів ) з 

утворенням неспівмірної фази.

Слід відзначити, що літературні дані про структурні ФП в 

монокристалах типу tigoS«2 мають неповний, фрагментарний, іно 

ді протирічивий характер 1 вимагають суттєвого доповнення. На 
явність сегнетоалектричних ФП, фазових переходів в неспіпмірну 

фазу t схильність таких структур до утворення пол*типшм мо­

дифікацій повинні приводити до ряду особливостей в їх ф1аичі,.і 
властивостях. Дослідження таких особливостей представляють 

Інтерес для встановлення фундаментальних закономірностей фагл



НИХ структурних переход!!), впливу різних ЗОВНІШНІХ iJsrtKTODtB Hft 

характер ОТ, шюшвості здійснення мішолітишмх переходів, а 

також сприяють створенню матеріалів їв наперед. йЗДОНИМИ BJlfto- 

тивостями, ідо l важливим для науки і техніки.

Kfj даний час значний Інтерес викликають дослідження особ­

ливостей оптичних властивостей модельованих фаз, які утворю­

ються При структурних перетвореннях В аНІвОТрОПНИХ нелінійних 

кристалах, зокрема в пруститі. Досліджуючи поширення електро­

магнітних хвиль в таких середовщах, ми одержуємо Інформацію 

їіро механІ8‘«і взаємодії світла з речовиною, поглиблюємо 1 роз­

ширюємо наші уявлення про характер фазових, перетворень, приро­

ду міжатомних сил взаємодії. З Іншого боку, одержані фізичні 

результати дозволяють дата рекомендації по розробці пристроїв 

управління просторовими 1 часовими параметрами оптичних про­

менів, систем оптичного зв'язку, електрооптичних пристроїв.

М*гя роботи. Основною метою Д9Н0Ї рОбОТИ Є ВИВЧЄННЯ ОСО 

близостей оптичних властивостей потрійних халькогенідів, обу­

мовлених низькотемпературними фазовими структурними иерехода 

ми, включаючи вивчення впливу різних, зовнішніх факторів ( ла­

зерне опромінення, Інтеркалювання, включення ДОМІШОК t Т.п.) 

на оптичні властивості цих матеріалів 1 характер структурних 

ФП в них.

Сформульована мета визначила постановку наступних задач 

дисертаційної роботи:

- вивчити характер зміни зонної структури кристалу 

пруститу при фазових переходах;

- провести дослідження явища дифракцИ електромагнітних 

хвиль на періодичній надотруктурі л монокристм х пруститу;

- провести детальне вивчення кристалооггтичних властивос- 

тей кристалів TiGoSa3 ь області низьких температур;

- вивчити можливість ініціювання- структурних ФП в монок­

ристалах TiGes*, за допомогою зовнішніх факторів < Інтеркалю 

вання, зміна хімічного складу ) 1 дослідити вплив цих факторів 

на оптичні 1 пружні властивості кристалів;

- дослідити можливість запису 1 збереження інформації на 

поверхні зразків шаруватих кристалів;

- вивчити вплив поверхневої лазерної обробки на оптичні



властивості 1 характер «НІ в шаруватих кристалах типу TiCoS», ;

- дослідити вплив політипізму на характер ФИ в кристалах 

типу tiGaSe* І можливість мікполітипних перетворень в них.
Hr*у М0«**Г«Иг».

1 . Явище аномальної дифракції електромагнітних хвиль на 

періодичній надструктурі в монокристалах пруститу зумовлене 

наступними причинами: при структурному ФП 1-го роду в крис­

тал? утворюються періодичні надструктури ( пошаровий перероз­

поділ не контрольовано Т домішки, дефектів, атомів срібла, які 

являються лоьуиками для носіїв заряду ). При освітленні крис­

талу світлом утворюються заряда, які неоднорідно розподі­

ляються в кристалі, утворюючи гратки електричного поля. Остан­

ні, в свою чергу, вна̂иок електрооптичного ефекту модулюють 

показник заломлення світла, що 1 приводить до дифракції
СВІТЛа.

2. Низькотемпературні фазові переходи суттєво не вплива­

ють на збереження записаної оптичним методом на позерхні крис­

талів Інформації.

3. Структурні ФП в монокристалах пруститу легко Іденти­
фікуються спектральними методами, зокрема, при дослідшніїї 

зонної структури. ФП 1-го роду супроводжується розщепленням 

зони проыдаост! на дві підзони.

4. Існує можливість г.мінювати температуру структурних ФП 

в кристалах TiGaS«.a, піддаючи їх поверхневій лазерній обробці 

з довмиіюю хвилі, що відповідає області власного погли­

нання матеріалу; в цих кристалах реалізується індуковані 

лазерним ьипромінюванням мікполітипний перехід.

5. Інтеркашовання, а також заміщення частини Іонів ті + 

Іонами дд+ із значно меншим Іонним радіусом не приводить до 

появи низькотемпературних ФП в кристалах tigoS, . В то. же 

час такі Фактори досить сильно впливають на їх пружні І оп­

тичні властивості.

ь. Екоитонний дублет в області краю поглинання криста­

лів ТІЄо5»я еумоьлений вільними екситонами двох різних полі- 

типів, що входять до склад., досліджуваних зразків.

Практична ц інн іст». РвЗуЛЬТвТИ ДОСЛІДШНЬ ОПТИЧНИХ
властивостей пруститу 1 кристалів типу tigos*, в області стру­
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ктурних фазових переходів, ь також впливу зовнішніх факторів 

на критичні параметри ФП 1 фізичні властивості досліджуваних 

матеріалів можуть використовуватися при розробці пристроїв на 

основі цих матеріалів. Зокрема, інформація про вплив фазових 

переходів на збереження записаної оптичними методами на 

поверхні їларува.тих кристалів Інформації необхідна при викорис­

танні їда матеріалів як носіїв Інформації, а результати 

досліджень явища аномальної дифракції елект{юмагнігних хвиль 

при ФП і-го роду в пруститt повинні враховуватись при розробці 

оптичних модуляторів 1 дефлекторів на основі цього матеріалу.

основні положення, які виносяться на'захйст:
1.Спостережуване явище дифракції світла в кристалах 

пруститу при температурах, нижчих температури ФП і роду, в 

наслідком утворення періодичної надструктури в процесі ФП.

2 . Спектральним проявом ФП першого роду в пруститі в 

стрибкоподібна зміна ширини забороненої зони 1 розщеплення зо­

ни провідності на дві підзони.

3. Метод низькотемпературної вкситонної спектроскопії для 

дослідження фазових структурних, включіючи 1 міжполітипні, пе­

реходів в шаруватих кристалах типу tig<>s «3 .

4. Легування,інтеркалювання, лазерна обробка - як способи 

модифікації властивостей I впливу на критичні параметри ФП в 

напівяроьідниках-сегнетоелектриках типу ті Gas«a .

Апробація роботи. ОСНОВНІ рвЗуЛЬТ8ТИ ДИСврТЬЦІЙНОЇ р0С50-
ти доповідалися 1 обговорив;лиси на хи Всесоюзній конференції 

по зегнетоелоктриках ( Ростов-на-Дону, 1989 ), ю Міжнародній 

конференції з фізики конденсованих середовищ ( Лісабон, 1990), 

х Міжнародому семінарі "Спектроскопія молекул 1 кристалів"

( Суми. 1991 ), XXII науково-технічній конференції молодих до­

слідників ( Харків, 1991 ), XX Європейському конгресі з мо­
лекулярної спектроскопії ( 38X7366,1991 ), IV Всесоюзній кон­

ференції "Застосування лазерів в технології і системах пере­

дачі 1 обробки інформації" ( Київ,1991 ).
п у б л ік ац ії. За результатами досліджень опубліковано 8 

робіт.
Структура t об'єн дисертації. ДИСОрТвЦІЯ СКЛаДавТЬСЯ З

вступу, чотирьох розділів .висновків 1 списка цитованої
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літератури. Вона містить 135 сторінок машинописного тексту, 

включаючи 39 рисунків 1 бібліографію з 130 позицій.

ЗМТСТ РОКОТИ.

Вступ. У вступі обгрунтована актуальність вибраної тими, 

мета І задачі досліджень, показані одержані результати, осно­

вні положення, що виносяться на захист, а також коротко викла­

дений зміст розділів дисертації.

перин* роздін - огляд література на тему: "Структурні фа­

зові переходи ь кристалах потрійних халькогенідів 1 їх прояви 

в оптиці 1 спектроскопії". На початку розділу описана 

кристалічна структура кристалів Ag3A*s3 і tigo?»3 ,як найбільш 

характерних представішків досліджуваних класів матеріалів. 

Дальни розглядаються основні характеристики низькотемператур­

них 'разових переходів, одержані на основі різних методів 

дослідження, в тому числі, кристалооптики і екситонної спект­

роскопії. Проаналізовані механізми нестійкості кристалічної 

гратки в досліджуваних матеріалах. Показані протиріччя в ре­

зультатах, одержаних різними авторами при дослідженні фазових 

переходів в шаруватих кристалах типу тіGas«, , 1 аналізуються 

можливі причини виникнення таких протиріч.

Другий роаділ містить опис автоматизованого спектрально­

го комплексу, який використовуваї-ся при вирішенні окремих за­

дач, представлених в роботі, а також методики оптичних 1 

спектральних досліджень. Розглянуто різні способи приготування 

зразків 1 їх лазерної обробки.

Тритій ропділ присвячений кристалооптищв* досл 1 дженням 

структурних ФП в кристалах пруститу I tigos», .Приводяться ре­

зультати досліджень еволюції КОНОСКОПІЧНИХ фігур TIGeS«a В ШИ­

РОКІЙ температуриїй області аж до гелійових температур, вклю­
чаючи 1 область Існування структурних ФП. На основі цих 

досліджень одержані температурні залежності кута 27 між оп­

тичними осями. Аналізуючи залежність куте 2V від температури, 

насамперед слід звернути увагу на наявність критичної темпера­

тури Ту - 106 К, при якій спостерігається стрибкоподібна зміна 
2У, 1 яка відповідає фазовому переходу в сегнетоелектричну
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Фазу . очевидно, що якісно такий самий вигляд очікується І для 

температурної залежності величини коефіцієнта двозаломлення 

An , :тий пропорційний куту між оптичними осями. Залежність 

Ап(Т) показун, що фазовому переходові в СФ відповідає різка 

зм’на даного параметра, аналогічно як 1 величини 2V. Наявність 
стрибка An ( як 1 кута ?У ) дозволяє віднести даний ФП до 

переходів 1-го рода, однак, не зважаючи на досить високу точ­

ність температурних вимірювань ( не більше о,і К ) н околі ОТ, 

яе вдалося виявити температурного гістерезису, який повинен 

мати місце для фазових переходів 1-го роду. На основі на­

ведених фактів ми пропонуємо структурний ФП при Т± = юб К в 

кристалах TiGas», кваліфікувати як фазовий перехід першого 

роду близький до другого ( в літературі цей ФП вважається пе­

реходом г-го роду.

Значна увага приділена вивченню дифракції світла на 

періодичній надструктурі, яка утворюється внаслідок фазового 

переходу 1-го роду в пруститі. Суть спостережуваного нами 

явища полягав в слідуючому: якщо на пластинку монокристалу

пруститу сг - або у -зрізів нормально ГР його поверхні падає 

пучок білого неполяризованого світла ТО ( рис. 1 ), то при 

температурах Т > 25 К за кристалом спостерігається тільки один 

пучок світла OF - так само поляризований t білий ( за вийнят- 

ком поглинутої кристалом частини спектру ). Однак при охоло­

дженні монокристалічної пластинки нижче 25 К, крім основного 

пучка ОР, стрибкоподібно випинають ще два додаткові пучки Olf 

1 00е, відхилені від основного в протилежні сторони асимет­

рично на різг! кути Ф° 1 Фв( рис. 1 ). При цьому Інтенсивність 

основного пучка ОР зменшується на 25-30% .
Якщо основний пучок ОР при цьому залишається білим І не- 

поляризованим, то відхилені пучки розкладаються в спектр від 
чергового до зеїеноі’о світла ( світло з більш короткими довжи- 

п'’ .їй хвиль поглинається кристалом ) 1 поляризовані у взаємно 

перпендикулярних площинах.
Виявлено, що Існує порогове значення напруженості 

аовнішиього електричного поля ( Еп ~ а ю4 + ю5 В/м ), при 

якому відхилені пучки зникаюти, а Інтенсивність пучка ОР 

збільшується на 25 - зо* .
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Рио і. Схемо експерименту для дослідження аномальної 

дифракції електромагнітних хвиль в монокрио 

талах пруститу.
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На основі детальних досліджень цього явища запропонова­

на теоретична модель, яка грунтується на припущенні про 
утворення ниріодични:. над,структур при ФП 1-го роду в криста­

лах пруститу внаслідок пошарового перерозподілу неконтрольо- 

ваної домішки, дефектів чи атомів срібла. На основі зніїрпо- 

нованої моделі одержані математичні вирази, що задовільно 

оіптсують спостережуване явище.

Одержану експериментально складну періодичну залежність 

дифракційної ефективності т) від А. з відстанями між максимума­

ми ~ 0,003 можна пояснити утворенням в кристалі при фазо­

вому переході великої кількості дифракційних граток, причому 

коллому максимуму А,п відповідав своя п-та гратка з ампліту­
дою А7іп 1 періодом Лп . На користь цього припущення свідчать 

1 спектральні розподіли дифрагованого пучка в залежності від 

кута реєстрації ф ( кут між нормаллю до кристалу 1 напрямом на 

щілину спектрального приладу ).

Знаючи мінімальний 1 максимальний кути відхилення дифра 

гованого пучка, ми визначили, що в кристалі пруститу утворю­

ються гратки з періодами, які знаходяться в межах 0,7 - 2 ,'З 
мкм. Із дисперсійної залежності дифрагованого пучка для трьох 

максимумів Л. = 573,7 ; 575,0 ; 578,0 нм були визначені пе­

ріоди граток, рівні 0,975! 0,990; 1,030 нм відповідно.

В ізотропному випадку для дифракційної гратки з періодом 

Лп , амплітудою модуляції гратки Дпп 1 кутом Брегга е 

спектральну селективність можна записати у вигляді

f Апп • /  "(^п)2в1«2ео1 А  (Х-Хп)гв1лге 
[ ХП о о е  0о  /  д й  Д п г  )/1 Л г ій  J

п п п п

де <3 = 270 мкм - товщина кристалу; Є() = а = 24,8 . Ми перера­

хували спектральну селективність дифракції для трьох граток з 

періодами Лп = 0,9755 0,990; 1,030 мкм . Найкраще співпадання 

розрахованих кривих із експериментом мав міодд при амплітудах 

модуляції Дпп = 3,4 Ю'Д; 2,8-Ю-4; 3,5-10F відповідно.

Досліджена також температурна залежність показника дво- 

валомлечня пруститу в області структурних ФІІ. Виявлено цілий
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ряд особливостей в області температур 50 + бо К. Раніше по­

відомлялось, що ь даній температурній області відбувається 

не один, а три фазові переходи, причому в проміжній області 

реалізується стан неспівмірноі фя«и. Виявлені нами особливо­

сті залехносїі Ап (Т) при Т = 50 к, т = 56 К, Т = 5в к 
добре узі'оджуються Із онм»- такою картиною протікання фазових 

перетворень в пруститі, одержані при температурних досліджен­

нях показника двозаломлвння зразків пруститу різної оріш. 

тадії результати свідчать про те, що найбільш відчутні струк­

турні зміни а кристалі, пов'язані з утворенням «есиївмірної 

фази, відбуваються в площині YZ.
в чвтнортону рюдіпі приводяться результати спектральних 

досліджень кристалів типу ті6oS»a 1 пруститу. На початку роз 

ділу аналізуються спектри поглинання зразків пруститу різної 

орієнтації в області прямих 1 непрямих переходів.На основі и*м 
досліджень можна виділити три температурні області з різної, 

поведінкою !'к 1 температурного коефіцієнта ширини забороненої 
ЗОНИ С ОЕ /ОТ ).

В області 300 - 56 К ( ОЕ̂/ ОТ )х * 0,4 Ю 3 еь/К ( Для 

і -зрізу ) 1 ( DEs / ОТ )г * 0,16-Ю~3 еВ/К ( для і зрізу ), 

а при Т - 56 - 22 К відповідно ( 0Eg / ОТ )к * 0,1 10 3 еВ/К 1 

( ОЯ̂' ОТ )2 й 0,85-10_3 еВ/К. Видно, Що при Т 1 56 К Темпера 

турний коефіцієнт шириш забороненої зоїш терпить стрибок 

А ( 0Eg / ОТ )ж = 0,3-10~3 еВ/К ( відповідно А ( / ОТ

- - 0,75 Ю'3 еВ/К ), в той час як A Eg « о, причому для різ­

ної орієнтації зразка відносно світлової хвилі знаки 

А( 0Eg / ОТ ) протилежні. ЦІ факти підтверджують результати 

доповнюючих досліджень, які теж свідчать, що при Т = 56 к в 

пруститі мав місце ФП другого роду.

Слід відмітити також, що форма краю як для прямих, так 1 

дли непрямих переходів при цьому не змінюється. Однак, при 
охолодженні Кристалу нижче Т "■ 49 К у випадку прямил пврвхо- 

Дів для Е І С на краю поглинання з'являється структура, інтен­

сивність яної збільшується при зниженні'температури ДО 22 К. 

Можи* припустити, що в результаті структурного ФП в кристалі 

утворюються дефекти, включення старої фази, які 1 проявляються 

як максимуми на краю поглинання. Поява структури не зразу
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июля фазоього переходу и-го роду, Й При бІЛЬШ НИЗЬКІЙ 
Г ~ 49 К може бути підтвердженням Існування в температурному 

Інтервалі 56 + 49 К *.еоп1вм1рнлї фази .

Експериментально виявлено, що при Т ~ 22 К Е абільшу- 

аться стрибкоподібно, причому величина стрибка в середньому 

ріьна А1'й * 0,04 вВ незалежно від орієнтації осі С відносно 

напряму поширення, світлової хвил1. Правда, дня г -зрізу

A93A*s3 при Т < 20 К мав місце поляризаційне розщеплення за­

бороненої зони, причому А В * 7-Ю-3 еВ. Стрибкоподібна зміна 

Eg проходить з гістерезисом величиною 4,0 >. 0,5 К. Всі ці 

результати підтверджують Існування в пруститі при Т ~ 22 К 
структурного фазового переходу 1-го роду.

Значне місце в цьому розділі відведено вивченню можливо 

сті Ініціювання фазових переходів в кристалах tiGaS* , де такі 

перетворення, на відміну від Інших шаруватих кристалів цього 

класу, не виявлені. З цією метою проводилип низькотемператур­

ні дослідження краю фундаментального поглинання кристалів 

тіGosj, Інтеркальованих графітом, а також твердого розчину 

заміщення складу TI0 9 6 Ag0 _0iGaS? .

Одержано спектри поглинання досконалих за структурою 1 

Інтеркальованих графітом зразків tio>oS2 при різних темшрату 

рах. Видно, що в результаті Інтеркалювання в спектрі поглинан­

ня поряд аі смугою крайового екситона А ( \ - 47Ь нм ) появ 

лявться нова широка смуга гаусової форми Т ( к * боо нм ), я 

якою t слід зв'язувати зміну забарвлення кристалу, що спосте­

рігається візуально.

Вдалося встановити роль Інтеркалкшання в зміні пружних 

властивостей кристаЛу. Зокрема, з факту збШ лення у випадку 

Інтеркальованих кристалів коефіцієнта можна достатньо

обгрунтовано стверджувати, що міжшаровий зв'язок ослаблений. 

Причина цього - екранування Інтеркшіянтом ван-дер-ваальсівсь- 

кої міжшарової взявмодИ.

Оскільки виявити екситонні стани в оптичних спектрах нам 

не вдалося, то для пошуку можливих ФП в ТІ0 U46o S2 

використовувались метода побудови ізоабсорбційних кривих 1 

дослідження аномалій правила Урбаха ( для а < юоо см'1 край 

оптичне о поглинання добре описується правилом Урбаха ).
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ВЙНЖЙЄТЬСЯ, що крий оптичного поглинання описується пра­

вилом Урбаха, яюцо має місце залежність: ,

а = а0 ехр { ( hv - Е0 ) }

лі, а - коефіцієнт поглинання, о( Т ) - параметр,який характе­

ризує розмиття краю, причому

2кТ hv.
°( Т ) - Од th ( -ддг- )

Тут о. - константа, яка характеризує електрон(екситон)- 

Фононну взаємодію, hvQ - енергія ефективного фонона . При 

відсутності структури х перетворень в кристалах прямі in а(Е) 

для різних температур мають одну точку збіжності з координата­

ми aQ І E(j, а крива о( Т ) має монотонний характер.

Проведені дослідження краю Урбаха показали несхибність 

ТР ті0 ^Ag,, o.GaSj, до низькотемпературних структурних і '>ре- 

творень!

Виявлено особливість залежності о (Г), а саме низьке зня 

чення о0* 0,65, Оскільки цей параметр визначається силою 

електрон-фононної взаємодії ( о0 = то так* низьке зна­

чення як би засвідчувало про поляронність електронних Су­

джень. Подібна закономірність спостерігалася раніше 1 для Ін­

шого ТР тіхіп1 хі 1 аргументовано пов'язувалась Із статич­

ним розупорядкуванням іратки, а не динамічними гратковими 

ефектами. Подібність одержаних результатів два нам підстави 

говорити про вплив на формування довгохвильового хвоста оптич­

ного поглинання ТР ті0 c GoS* статичного розупорядку-
вання гратки, знизаного Із ’ нерегулярним розподілом Іонів 

домішки.
Покоз.чно, що досліджувані впливи на структуру ( Інтерка- 

лювання, ьключення доміпікової компоненти ) ие приводять до 

появи ФП.
Досліджувались особливості екоитонних спектрів поглинання 

кристалів ТІ Gas., 1 TiinSj . /оказано, що складна структура 

спектрів крайового поглинання T>GaS«a , як 1 в багатьох Інших 

шаруватих кристалах, зумовлена політипізмом.
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Спектри поглинання кристалів тіGas«a, одержані при дослі­

дженні різни* типів зразків, суттєво різняться між собою - у 

випадку одного тюіу зразків обидві смуги неполяризован' в 

друї'очу - поляризовані у взаємно перпендикулярних напрямках. 

Відповідні спектри екситонного поглинання зразків першої 1 

другої групи представлені на рис. з ( відповідно криві 1 1 з). 

Оенп(ннп відмінність мі* цими спектрами, крім різнот реакції 

цех смуг нз зміну поляризації світла, полягав в співвідношенні 

інтенсивностей довгохвильової ( \ * 58? нм ) 1 короткохвиль о­

вої ( \ к 575 нм ) смуг.

Якщо природу спостережуваного ексі тонної о дублета с>ть і 

582 им зв'язувати з політипізмом, то при цьому необхідно ВІЛ 

мітити можливість Існування двох різних варіантів природи 

екситонних збуджень: а) вільних екситонів різних політипів,

які незначно ( ~ ю меВ ) відрізняються по енергії, І б) Bt-

ЛЬНИХ екситонів 1 екситонів, локалізованих на наведених полі 

типізмом дефектах гратки ( межі розділу різних політипів, по­

рушення послідовності чергування різних шарів вздовж основної 

кристалографічної осі І подібних ). враховуючи, ідо енергія 

локалізації значно менше енергії зв'язку вільних екситонів, 

відмічені два типи вкситонних збуджень легко розділити за 

характером їх температурного загасання. Звідси - однаковий 

темп температурного загасання смуг 575 І 58? нм, що спостері­

гається експериментально ( рис. 2, спектри 2* 1 2" ), дав 

підставу пов'язувати їх пригоду з вільними екситонами різних

ПОЛІТИПІВ ТІ GaSo, . При ЦЬОМУ ВІДНОСИВ ІНТЄНСИВН1СТЬ ЄКСИ--
тонних смуг безпосередньо Інформує про співвідношення мас різ­

них політипів в напрямі поширення світлового променя.

Спектральні дослідження кристалів nir.sa показали неко­

ректність застосування правила УрОаха для Ідентифікації струк­

турних ФП в кристалах, які мають різний політипний склад. 

Для таких матеріалів температурний хід параметра нахилу краю 

поглинання , зокрема його монотонний спад з температурою в об 

лестях Існування певної фази, вступав в протиріччя з виразом, 

який опису s залежність о( Т ) в моделі, запропонованій УрОа- 

хом. Таку аномальну поведінку параметра о можна пояснити тим, 

що край оптичного поглинання тііп$3 формується смугами погли-
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Рис. 2. Спектри крайового екситонного поглинання різ 

них типів зразків tigos»,.
С п е к т р  1- з р а з к и  г р у п и  І  пр н  Т=Ю  К, 1 Ч 1 * т 
и у  д в о х  о р т о г о н а л ь н и м  п о п а р н а  а ц і я и  ; с п е к т р и  
і  2 е * "  а р а а к и  г р у п и  І  п р и  Т =0О К| с п и к т р  З* 
з р а з к и  г р у п и  Ц  п р и  Т=  10 К...
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нання крайових екситонів різних політиків, температурні харак­

теристики ЯКИХ неоднакові ( про це СВІДЧИТЬ SMtHH структури 

омуги «понтонного поглинання а температурою ), то, відповідно,

! параметр о буде включати в себе вклади від екситон-фонон- 

ноТ взаємодії, яка характеризуя різні політиіш. Некоректність 

використання, правила Урбаха для кристалів тіins3 доказує 

і той факт, що для температур нижче 100 К примі in а (Ж) пара­

лельні ,тобто точки збіжності не існує.

В цьому розділі приведені також результати досліджень 

впливу лазерного опромінення на оптичні властивості кристалів 

TtinSa 1 тіoaSe, в області структурних фазових переході». 

Важливе місце займав обговорення Індукованого лазерним опромі­

ненням мітолітитшого переходу, який має місце в кристала1*

T'CiaS», .

ОСІНИШ І РЕДОІШТАТИ І ВИСНОВКИ.

На завершення сформулкммо основні висновки дисертаційної 

роботи!
1. Фазовий герехід 1-го роду в пруститі супроводжується 

явищам аномальної дифракції е.лектромагн!тних хииль, яка 

відбувається на періодичній надструктурі, що утворюється в мо­

нокристалі в процесі ФП.
я. Монокристалічні зразки пе0ч*а мають склада; політикиу 

структуру. Екситонний дуб„іот в обдаст! краю поглинання 

зумовлений вільними екситонами двох різних політиків, що 

входять до складу зразків.
3. Поверхнева лазерна .обробка монокристал і чних. зразків 

Tio-as«a може змінювати критичні параметри фазових переходів, а 

також індукувати мішолітапний перехід в цих кристалах.
4. Низькотемпературні фазові переходи суттєво не 

впливають на збереження записаної оптичним методом на поверхні 

кристалів Інформації.

5- Явище політипізму відіграв важливу роль у формуванні 

оптичних властивостей шаруватих, кристалів типу Ti<?«s*3 , а 

також впливав на характер 1 критичні параметри структурних ФП 

в цих матеріалах.
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6 . Спектральним проявом ФП 1 -го роду в ah,,AwS„ в сцлбт

подЮни зміна ширини забороненої зони f розщеплення зони про
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